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Настоящий стандарт устанавливает применяемые п науке, технике и производстве термины, 
определения и буквенные обозначения электрических параметров биполярных транзисторов.

Термины и отечественные буквенные обозначения, установленные стандартом, обязательны для 
применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Международные буквенные обозначения обязательны для применения в технической документа­
ции на биполярные транзисторы, предназначенные для экспортных поставок.

Стандарт полностью соответствует С Т  СЭВ 2770—80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—сино­

нимов стандартизованного термина запрещается.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных 

и обозначены «Ндп».
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме нхюжения. не 

допуская нарушения границ понятия.
В случае, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквенном значении 

термина, определение не приведено, и. соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.
В стандарте в качестве справочных для ряда стандартизованных терминов приведены иностранные 

эквиваленты на немецком (Д), английском (Е) и французском (F ) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и 

их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые термины — курси­

вом.
Когда встречаются одинаковые параметры для биполярного транзистора и другого полупровод­

никового прибора, в буквенное обозначение параметра следует добавлять дополнительный индекс, 
уточняющий принадлежность параметра к данному полупроводниковому прибору. Например, время 
включения стабилитрона /В1£Л л ; время включения биполярного транзистора /В1СЛ 6. в р е м я  включения 
полевого транзистора

Издание официальное Перепечатка воскрешена
★

Издание с  Изменениями № I. 2, утвержденными в августе 1982г., июне 1985 г. (ИУС 12—82, 9—85). 
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С . 2 ГО С Т 2 0 0 0 3 -7 4

Термин Бу к ие иное обозначение Определение
отечествен­

ное
межлуна-

родное

1 Обратный ток коллектора
D. Kollcktorreststrom (bci offenem 

Emitter)
E. Collector cut-off current
F. Courant residue! du collecteur

^кьо С̂ВО Ток через коллекторный переход при 
заданном обратном напряжении коллек­
тор — база и разомкнутом выводе эмит­
тера

2. Обратный ток эмиттера
D. Emitterreststrom (bci offenem 

kollcktor)
E. Emitter cut-off current
F. Courant riSiducI de 1 “emetteur

Льо Ток через эмиггерный переход при 
заданном обратном напряжении эмиттер 
—база и разомкнутом выводе коллекто­
ра

3. Обратный ток колдектор-эмитгер
Иди. Начеиышй ток коллектора 
Ток коллектора закрытого транзис­
тора
D. Kollcktor-Emittcr-Rcststrom
E. Collector-emitter cut-off’ current
F. Courant residue! du collecteur-emcltcur

4 »
Ток в цепи коллектор — эмиттер при 

заданном обратном напряжении коллек­
тора—эмиттер

4. Обратный ток базы
D. Basis-Emitter-Rcststrom
E. Base cut-off current
F. Courant residuel dc la base

(и х 'ВЕХ Ток в цепи вывода базы при заданных 
обратных напряжениях коллектор—эмит­
тер и эмиттер — база

5. Критический ток биполярною тран­
зистора

'кр Значение тока коллектора, при дос­
тижении которого значение /ф 
падает на ЗдБ по отношению к’сго мак­
симальному значению при заданном на­
пряжении коллектор—эмиттер

6. 1 раннчнос напряжение биполярною 
ipaiiiHcropa

Иди. Напряжение между коллектором и 
эмиттерам при нулевом токе базы и за­
данном токе эмиттера

<̂L|CEO Напряжение между выводами коллек­
тора и эмиттера при токе базы, равном 
нулю, и заданном токе эмиттера

7. Напряжение насыщения коллектор- 
эмиттер

D. Kollcktor-Emitter-Sittigungs-spannung
E. Saturation collector-emitter voltage
F. Tension dc saturation collcctcur- 

emetteur

^КЭмк Напряженке между выводами коллек­
тора и эмиттера транзистора н режиме 
насыщения при заданных токах базы и 
коллектора

8. Напряжение насыщения база-эмкггер
D. Basis-Emitter-S&ltigungsspannung
E. Saturation baseemitter voltage
F. Tension dc saturation basc-6mcttcur

^ВЬы! Напряжение между выводами базы и 
эмиттера транзистора в режиме насыще­
ния при заданных токах базы и коллек­
тора

9. Плавающее напряжение эмиттер-база
E. Floating emitter-base voltage
F. Tension ffottante emetteur-base

^ЭЬпл Е̂ВП Напряжение между выводами эмитте­
ра и базы при заданном обратном напря­
жении коллектор—база и при токе эмит­
тера. равном нулю

10. Напряжение смыкания биполярною 
транзистора

E. Punch-through (penetration) voltage
F. Tension dc penetration (tension dc

persage)

Обратное напряжение коллектор— 
база, при котором начинается линейное 
возрастание напряжения на разомкнутых 
выводах эмиттера и базы при увеличении 
напряжения коллектор—база

1 При разомкнутом ныволс базы /ки>, /ссо; при коротко замкнутых выводах эмиттера и базы /kJk, /<м; 
при заданном сопротивлении в цепи база — эмиттер /С1К; при заданном обратном напряжении эмиттер —
б * »
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ГО С Т  2 0 0 0 3 - 7 4  С . 3

Продолжение

Термин Букменное обозначение
Определеи нс

отчестве»! - 
нос

междупа-
родное

11. Пробивное напряжение эмиттер-база
D. Emitter-Basis-Durchbruchspannung
E. Breakdown emitter-base voltage
F. Tension dc claquagc emcttcur-basc

Э̂ЬО i.pcC Чвю ьво Пробивное напряжение, измеряемое 
между выводами эмиттера и базы, при 
заданном обратном токе эмиттера и токе 
коллектора, равном нулю

12. Пробивное напряжение ко.иекгор­
бам

D. Kollcktor-Basis-Durchbruchspannung
E. Breakdown collector-base voltage
F. Tension dc claquagc collcclcur-basc

К̂ЬОчров (̂ВК)СВО Пробивное напряжение, измеряемое 
между выводами коллектора и базы, при 
заданном обратном токе коллектора и 
токе эмиттера, равном нулю

13. Пробивное напряжение коллектор- 
эмиттер

D. Kollcktor-Emittcr- 
Durehbruchspannung (bei vorgcgcbcncn

Bedingungcn)
E. Breakdown collector-emitter voltage
F. Tension de claquagc collcctcur-emetteur

’̂кэ арок Пробивное напряжение, измеряемое 
между выводами коллектора и эмиттера 
при заданном токе коллектора

14. Входное сопротивление биполярно­
го транзистора в режиме малого сигнала

D. Kleinsignalcingangswiderstand
E. Small-signal value of the short-circuit 

input impedance
F. Valeur dc Г impedance d'entree, sortie 

en court-circuit pour dc petits signaux

Ли А.| Отношение изменения напряжения 
на входе к вызвавшему сто изменению 
входного тока в режиме короткого замы­
кания по переменному току на выходе 
транзистора

15. Коэффициент обратной связи no на­
пряжению биполярного транзистора в ре­
жиме малого сигнала

D. Kleinsignalspannungsruckwirkung
E. Small-signal value of the open-circuit 

reverse voltage transfer ratio
F. Valeur du rapport de transfert inverse 

dc la tension, entree en circuit ouvert 
de petits signaux

Кг А.2 Отношение изменения напряжения 
на входе к вызвавшему сто изменению 
напряжения на выходе в режиме холос­
того хода во входной цепи по перемен­
ному току

16. Киэффнииснг передачи тока биполяр­
ного транзистора в режиме малого сигнала

D. Kleinsignalstromvcrstiirkung
E. Small-signal value of the short-circuit 

forward current transfer ratio
F. Valeur du rapport dc transfert direct 

du courant. sortie en court-circuit 
pour dc petits signaux

К\ Отношение изменения выходною 
тока к вызвавшему его изменению вход­
ного тока в режиме короткого замыка­
ния выходной цепи по переменному току

17. Модуль коэффициента передачи тока 
биполярного транзистора на высокой час­
тоте

D. Bet rag dcr Kur/schlussstromverstirkung 
in Emittcrschaltung bei HF

E. Modulus of the short-circuit forward 
current transfer ratio

F. Module du rapport dc transfert direct 
du courant

Модуль коэффициента передачи тока 
в схеме с  общим эмиттером в режиме 
малою сигнала на высокой частоте

' При токе базы, равном нулю, UK to, VlM<LO; 
при заданном сопротивлении в цепи база—эмиттер. tfKiKnfUi, 6'и, „ , к; 
при коротком замыкании в цепи база-эмиттер ipoaf UltKlCli: 
при заданном обратном напряжении база—эмиттер UK1% tfcA, U,UUKt%-

1- 2 -  203 5
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Продолжение

Термин Буквенное обозначение Определение
oic чес шей­

ное
междупа-

родное

18. Выходная полная проводимость би­
полярного транзистора в режиме малого 
сигнала

D. Klcinsignalausgangslcitwert
E. Small-signal value of the open-circuit 

output admittance
F. Valeurdc ('admittance de sortie, cntric

cn circuit ouvert pour de petits 
signaux

h22 h22 Огношенме изменения выходною 
тока к вызвавшему его изменению вы­
ходною напряжения в режиме холосто­
го хода входной цепи по переменному 
току

19. Входное сопротивление биполярно­
го тран шоора в схеме с общим эмиттером 
в режиме большой» сигнала

E. Static value of the input resistance
F. Valcur statique de la resistance d'entrte

Л11Э Allt Отношение напряжения на входе 
транзистора к входному току при задан­
ном постоянном обратном напряжении 
коллектор—эмиттер в схеме с  общим 
эмиттером

20. Статический коэффициент передачи 
тока биполярного транзистора

D. Gleichstromvcrstariaing in 
Emitterschaltung

E. Static value of the forward current 
transfer ratio

F. Valcur statique du rapport de transfert 
direct du courant

V h2\t Отношение постоянного тока кол­
лектора к постоянному току базы при 
заданных постоянном обратном напря­
жении коллектор—эмиттер и токе эмит­
тера в схеме с общим эмиттером

21. Входная полная проводимость бипо­
лярного транзистора в режиме малого сиг­
нала

D. Komplexer Klcinsignaleingangsteilwcrt
E. Small-signal value of the short-circuit 

input admittance
F. Valcur de ('admittance d'cntr6e. sortie 

cn court-circuit pour de petits signaux

>'l*l Уа Отношение изменений комплексных 
величин входною тока к вызванному им 
изменению напряжения на входе при 
коротком замыкании по переменному 
току на выходе

22. Полная проводимость обратной пе­
редачи биполярного транзистора в режиме 
малого сигнала

D. Komplexer
Klcinsignalnk-kwirkungslcitwcrl

E. Small-signal value of the short-circuit 
reverse transfer admittance

F. Valcur de I'admittance de transfert 
inverse, entree cn court-circuit pour 
de petits signaux

y'n У12 Отношение изменений комплексных 
величин входного тока к вызвавшему его 
изменению напряжения на выходе при 
коротком замыкании по переменному 
току на входе

23. Полная проводимость прямой пере­
дачи биполярного транзистора в режиме 
малого сигнала

D. Komplexer Klemsignaltibertragungs- 
Icitwcrt vorwiirts

E. Small-signal value of the short-circuit 
forward transfer admittance

F. Valcur de I'admittance de transfert 
direct, sortie cn court-circuit pour de 
petits signaux

Ун >'21 Отношение изменений комплексных 
величин выходного тока к вызвавшему 
его изменению напряжения на входе при 
коротком замыкании по переменному 
току на выходе

24. Модуль полной проводимости пря­
мой передачи биполярного транзистора

D. Betrag dcs Obertragungslcitwcrts 
vorwdrts

E. Modulus of the short-circuit forward 
transfer admittance

F. Module de I'admittance de transfert 
direct

l>2»J ь у Модуль полной проводимости прямой 
передачи в схеме с общим эмиттером
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Продолжение

Термин by кис иное обозначение
Определеи нс

отчестве»! - 
ное

междуна­
родное

25. Выходная полная проводимость би­
полярного транзистора в режиме малого 
сигнала

D. Komplexer Kleinsignalausgangsleitwcrt
E. Small-signal value of the short-circuit 

output admittance
F. Valcur dc ('admittance dc sortie, entnSe 

cn court-circuit pour dc petits signaux

У22 У'22 Отношение изменений комплексных 
величин выходною тока к вызванному 
им изменению выходною напряжения 
при коротком замыкании по переменно­
му току на входе

26. Статическая крутизна прямой пере­
дачи в схеме с общим эмиттером

Ндп. Статическая крутизна передаточ­
ной характеристики. Статическая кру­
тизна характеристики
D. Statische Vorwdrtsstcilhcit in 

Emitterschaltung
E. Static value of the forward 

transconductance
F. Rente statique dc transfer! direct

У21Э >2lk Отношение постоянного тока кол­
лектора к постоянному напряжению 
база—эмиттер при заданном напряжении 
коллектор—эмигтер

27. Входная емкость биполярного тран­
зистора

D. Eingangskapazildt
E. Input capacitance
F. Capacityd'entnic

t f . CU Емкость, измеренная на входе тран­
зистора при коротком зимыкании но пе­
ременному току на выходе в режиме ма­
лого сигнала

28. Выходная емкость биполярного тран­
зистора

D. Ausgangskapazitat
E. Output capacitance
F. Capacity dc sortie

Cn ^22 Емкость, измеренная на выходе тран­
зистора. при разомкнутом входе по пе­
ременному току в режиме малого сигна­
ла

28a. Емкость обратной связи биполярно­
го транзистора

D. Rttckwirkungskapazitdt
E. Feedback capacitance
F. Capacity dc couplage a reaction

$ 2 C',2 Емкость биполярного транзистора, 
измеренная между входным и выходным 
выводами при коротком зах<ыкании по 
переменному току на входе в режиме 
малого сигнала

29. Предельная частота коэффициента 
передачи тока биполярного транзистора

D. Grcnzfrcqucnz dcr Stromvcrstdrkung
E. Cut-off frequency
F. Frequence dc conpure

An Aii Частота, на которой модуль коэффи­
циента передачи тока падает на 3 дБ по 
сравнению с его низкочастотным значе­
нием

30. Граничная частота коэффициента 
передачи тока

D. Cbcrgangsfrcquenz der 
Stromverst&rlcung (Transitfrequcnz)

E. Transition frequency
F. Frequence de transition

4 A Частота, при которой модуль коэф­
фициента передачи тока в схеме с общим 
эмиттером экстраполируется к единице.

П р и м с ч а н и с. Частота, равная 
произведению модуля коэффициента 
передачи тока на частоту измерения, 
которая находится в диапазоне час­
тот, где справедлив закон изменения 
модуля коэффициента передачи тока 
6 дБ на окгаву

31. Максимальная частота 1Х'нераини би­
полярного транзистора

E. .Maximum frequency o f oscillation
F. Frequence maximale d’oscillation

Aux Aux Наибольшая частота, при которой 
транзистор способен генерировать в схе­
ме автогенератора

32. Коэффициент шума биполярного 
транзистора

D. Ruuschzahl
E. Noise figure
F. Facteur dc bruit

1 -!•

Ka

7

F Отношение мощности шумов на вы­
ходе транзистора к той ее части, кото­
рая вызвана тепловыми шумами сопро­
тивления источника сигнала

7



С . 6 ГО С Т  2 0 0 0 3 -7 4

Продолжение

Термин Б у к п е н и о е обозначение Определение
отечествен- межлуна-

н о с родное

32а. Минимальный коэффициент шума “ тш. Значение коэффициента шума бипо-
биполярного транзистора лирного транзистора в условиях настрой-

D. Minimalc Rauschzalil ки входной и выходной цепей, светает-
Е. Minimal noise figure ствукмцей наименьшему значению коэф-
F. Facteur dc bruit minimum фиииента шума
326. Эквивалентное напряжение шума Чя " . Напряжение шума идеального источ-

биполярного транзистора ника эквиваленгного напряжения, вклю-
D. Aquivalentc Rauschspannung чеИНОГО последовательно с выводом базы
Е. Equivalent noise voltage и выводом эмиттера и характеризующего
F. Tension de bruit equivalent шум биполярного транзистора, который 

считается бесшумным
33. Коэффициент насыщения биполяр- К * АГШ Отношение тока базы в режиме на-

ною транзистора сышения к току базы на границе пасы-
Ндп. Степень насыщения 
Е. Saturation coefficient

щеп ия

F. Coefficient de saturation
34. Коэффициент усиления no мощное- Отношение мощности на выходе

ти биполярною транзистора транзистора к мощности, подаваемой на
D. Lei&tungsvcrstarkung вход транзистора, при определенной ча-
E. Power gain
F. Gain cn puissance

егозе и схеме включения

34a. Оптимальный коэффициент ус иле- * у  Р е л т ор| Значение коэффициента усиления на
иия но мощности биполярного транзистора мощности биполярного транзистора в

D. Optimalc Leistungsverstirkung условиях настройки входной и выходной
Е. Optimal power gain цепей, соответствующее минимальному
F. Gain de puissance optimum коэффициенту шума
35. Коэффициент полезного действия Пк % Отношение выходной М О Щ Н О С Т И

коллектора транзистора к мощности, потребляемой
D. Kollektorwirkungsgrad
E. Collector efficiency
F. Efficacitc du collocteur

от источника коллекторного низания

36. Время задержки для биполярного трап- 'и 'd Интервал времени между моментом
зистора нарастании фронта входного импульса до

D. Ver/dgerungszeit значения, соответствующего 10% его
Е. Delay time амплитуды, и моментом нарастания
F. Retard a la croissance фронта выходного импульса до значения, 

соответствующего 10 % его амплитуды
37. Время нарастания для биполярного V Интервал времени между моментами

транзистора нарастания фронта выходного импульса
D. Anstiegszeit от значении соответствующего 10% его
Е. Rise time амплитуды, до значении, соответствую-
F. Temps dc croissance щего 90 % его амплитуды
38. Время рассасывания для биполярно- V к Интервал времени между моментом

го транзистора подачи на базу запирающего импульса и
D. Spcichcrzcit моментом, когда напряжение на коллск-
Е. Carrier storage lime торе транзистора достигает заданного
F. Retard a la dccroissancc уровня
39. Время спада для биполярного транш- 'а. к Интервал времени между моментами

стара спала среза выходного импульса от зна-
D. Abfall/cit чения. соответствующего 90 % его амн-
Е. Fall time литуды, до значения, соответствующего
F. Temps dc dccroissancc 10 % его амплитуды

8



ГО С Т  2 0 0 0 3 - 7 4  С . 7

Продолжение

Термин Бук не и нос обозначение
Определение

отчестве»!- 
ное

междуна­
родное

40. Нрсчя включения биполярного тран­
зистора

D. Einschalt/cit
E. Tum-on time
F. Temps total d'&ablissement

tit! 'он Интервал времени, являющийся сум­
мой времени задержки и времени нарас­
тания

41. Время выключения биполярного тран­
зистора

D. Ausschalt/cit
E. Tum-otT time
F. Temps total dc coupurc

W Интервал времени между моментом 
подачи на базу запирающего импульса и 
моментом, когда напряжение на коллек­
торе транзистора достигает значения, 
соответствующею 10% его амплитудно­
го значения

42. Сопротивление базы биполярного 
транзистора

D. Basisbahnwiderstand
E. Base intrinsic resistance
F. Resistance intrinseque dc base

Гк 'Vh
Сопротивление между выволом базы 

и переходом база—эмиттер

43. Емкость эмиттерного перехода
D. Кара/itat dcr Emittenspcrrschicht
E. Emitter capacitance
F. Capacity emetteur

с > Емкость между выводами эмиттера и 
базы транзистора при заданных обратном 
напряжении эмиттер—база и разомкну­
той коллекторной цепи

44. Емкость коллекторною перехода
D. Kapa/itat der Kollcktorspcrrschicht
E. Collector capacitance
F. Сараеitc collecteur

Ск Се Емкость между выводами базы и кат- 
лектора транзистора мри заданных обрат­
ном напряжении коллектор—база и раз- 
мкнугой эмиперной цепи

45. Постоянная времени цепи обратной 
связи на высокой частоте биполярною тран­
зистора

D. HF-R(lckwirkung.szcitkonstantc
E. Collector-base time constant

\ Тс Произведение сопротивления базы на 
активную емкость коллекторного пере­
хода

46. Коэффициент отражения входной 
непн биполярного транзистора

D. Eingangsrcflexionsfaktor

Su •̂11
Отношение комплексных амплитуд 

напряжений отраженной волны к пада­
ющей на входе транзнсюра при значе­
ниях сопротивлении источника и нагруз­
ки. равных характеристическому сопро­
тивлению

47. коэффициент обратной передачи иа- 
пряження

D. SpannungsflbcrtragungsfaktOr nickwSrts

•*12 •$12
Отношение комплексных амплитуд 

напряжений отраженной волны на вхо­
де к падающей волне на выходе транзис­
тора при значениях сопротивления ис­
точника и нагрузки, равных характерис­
тическому сопротивлению

4S. коэффициент прямой пере.тачи напря­
жения

D. Spannungsdbcrtragungsfaktor vonvStrs

S u $21
Отношение комплексных амплитуд 

напряжений отраженной в а т ы  на вы­
ходе и падающей водны на входе тран зи­
стора при значениях сопротивления ис­
точника и нагрузки, равных характерис­
тическому сопротивлению

49. Коэффициент отражения выходной с* С’ Отношение комплексных амплитуд
пепн биполярного транзнсюра

D. Ausgangsreflexionslaktor
*22 •*22 напряжений отраженной волны к пада­

ющей на выходе транзистора при значе­
ниях сопротивлении источника и нагруз­
ки, равных характеристическому сопро­
тивлению

9



С . 8 ГО С Т 2 0 0 0 3 -7 4

Продолжение

Термин Буквенное обозначение Определение
о1счсс шей­

ное
междупа-

ротное

50. Постоянный ТОК КОЛЛСКТОра
D. KollcktorglcichMrom
E. Collector (d. с.) current
F. Courant continu dc collcclcur

/к 4 Постоянный ток. прогекаюший че­
рез коллекторный переход

51. Постоянный ток эмиттера
D. Emittcrglcichstrom
E. Emitter (d. c.) current
F. Courant continu d'cmettcur

4 4 Постоянный ток. прогекаюший че­
рез эмиттерный переход

52. Постоянный ток базы
D. Basisglcichstrom
E. Base (d. c.) current
F. Courant continu dc base

4 4 Постоянный ток. прогекаюший че­
рез базовый вывод

53. Постоянный ток коллектора в режи­
ме насыщения

E. Saturation collector current
F. Courant dc saturation collcclcur

4 №К 4 -

54. Постоянный ток базы в режиме на­
сыщения

E. Saturation base current
F. Courant dc saturation base

4  м к вил

55. Импульсный ток коллектора 4.м Импульсное значение тока коллек­
тора при заданной скважности и длитель­
ности пульса

56. Импульсный ток эмиттера 4 . Импульсное значение тока эмиттера 
при заданной скважности и длительнос­
ти импульса

57. Постоянное напряжение эмиттер-база
D. Emitter-Basis-Spannung
E. Emitter-base (d. c.) voltage
F. Tension continue 6metteur-base

и ' * и1в
Постоянное напряжение между вы­

водами эмиттера и базы

5X. Постоянное напряжение коллектор- 
база

D. Kolleklor-Basis-Spannung
E. Collector-base (d. c.) voltage
F. Tension continue collectcur-basc

г/кь Uсо
Постоянное напряжение между вы­

водами коллектора и базы

59. Постоянное напряжение коллектор- 
эмиттер

D. Kollektor-Emitter-Spannung (bei 
vorgegebenen Bcdingungcn)

E. Collector-emitter (d. c.) voltage
F. Tension continue collecteur-emetteur

f/кэ V h
Постоянное напряжение между вы­

водами коллектора и эмиттера

60. Выходная мощность биполярного 
транзистора

D. Ausgangslcistung
E. Output power

Лпд Мощность, которую отдаст транзис­
тор в типовой схеме генератора (усили­
теля) на заданной частоте

' При заданном обратном токе эмиттера в токе коллектора, равном нулю, l f iM, UlttJ.
1 При заданном токе коллектора и токе эмиттера, равном нулю, UKM, UitD.
1 При заданном токе коллектора и токе базы, равном нулю. UKiD, П(СО;
при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер, Ь\ и . Ull K:
при заданном токе коллектора и коротком замыкании в цени база-эмипер. 0K IK, UCI%;
при таданном токе коллектора в заданном обратном напряжении эмиттер-база UKtx> Uftx.
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ГО С Т  2 0 0 0 3 - 7 4  С . 9

Продолжение

Термин Бук не ни ос обозначение Определение
отечествен­

ное
межлупа-

родное

61. Постоянная рассеиваемая мощность 
биполярного транзистора

D. Gesamlverlustlcistung
E. Total input power (d. с.) to all electrodes
F. Puissance totalc d'entree (continue) dc 

toutes Ics Electrodes

р Ло, Суммарное значение постоянной 
мощности, рассеиваемой в транзисто­
ре

62. Средняя рассеиваемая мошноегь би­
полярного транзистора

D Mittlere Vcrtustlcistung
E. Total input power (average) to all 

electrodes
F. Puissance totalc d'entree (nioycnnc) 

dc toutes les Electrodes

Р<* ' AV Усредненное за период значение 
мощности, рассеиваемой в транзисторе

63. Импульсная рассеиваемая мощность 
биполярного транзистора

D. Impulsverlustlcistung 
F. Peak power dissipation 
F. Puissance dissipec dc cr&te

Л. РМ

64. Постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора

D. Glcichstrom Kollektorvcrlustleistung
E. Collector (d .c.) power dissipation
F. Puissance disstpEc (continue) au 

collecteur

Лс Рс Постоянное значение мощности, 
рассеиваемой на коллекторе транзисто­
ра

65. Средняя рассеиваемая мощность кол­
лектора

D. Mittlere Kollcktorverluslleistung
E. Collector (average) power dissipation
F. Rutssance dissipEc (moyenne) au 

collecteur

Ле.ср РС\К\Л Усредненное за период значение 
мощности, рассеиваемой на коллекто­
ре транзистора

65a. Выходная мощность в пике огибаю­
щей биполярного транзистора

Е Peak envelope power

Рв лих. II. о Мощность двухтонового сигнала в 
нагрузке биполярного транзистора, ран­
ная мощности однотонового, имеюще­
го ту же амплитуду, что и лвухтоновый 
сю нал в пике огибающей.

П р и м е ч а н и е .  Под двухгоно- 
вым сигналом понимают сигнал, 
состоящий из двух синусоидальных 
сигналов равной амплитуды с разны­
ми частотами

656. Козффнциент комбинационных 
составляющих третьего порядка биполяр­
ного транзистора

Е Third order intcrmodulation products 
factor

Отношение наибольшей амплитуды 
напряжения комбинационной составля­
ющей третьего порядка спектра выход­
ною ситнала к амплитуде основного тона 
при подаче на вход биполярного тран­
зистора двухтоно1*ото сигнала равных ам­
плитуд

65b. Козффнциент комбинационных 
составляющих пятого порядка биполярно­
го транзистора

Е Fifth order intcrmodulation products 
factor

Термины, относящиеся к максималь­
но допустимым параметрам**

м , Отношение наибольшей амплитуды 
напряжения комбинационной составля­
ющей пятого порядка спектра выходно­
го сигнала к амплитуде основного тона 
при подаче на вход биполярною тран­
зистора двухтонового сигнала равных ам­
плитуд
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С . 10 ГО С Т 2 0 0 0 3 - 7 4

Продолжение

Термин Букиениое обозначение Определение
отечествен­

ное
междуна­

родное

66. Максимально допустимый постоян­
ный ток коллектора

D. Maximal zul&siger Kollcktorgleichstrom
E. Maximum collector (d. c .) current
F. Courant continu dc collcctcur maximal

At mu 'C m

67. Максимально допустимый постоян­
ный ток эмиттера

D. Maximal zuhssiger Emittcrgleichstrom
E. Maximum emitter (d. c.) current
F. Courant continu d'emetteur maximal

A. mix

68. Максималыю допустимый постоян­
ный ток баш

D. Maximal zullssigcr Basisgleichstrom
E. Maximum base (d. c.) current
F. Courant continu de base maximal

AnUX Umax

69. Максимально допустимый импульс­
ный ток коллектора

D. Maximal zul&sigcr Kollektorimpulsstmm
E. Maximum peak collector current
F. Courant de crctc dc collcctcur maximal

А, и max 'CM mix

70. Максимально допустимый импульс­
ный ток эмнггера

D. Maximal zulilssiger Emiltcrimpuisstrom
E. Maximum peak emitter current
F. Courant de erdte d'emetteur maximal

Aj. h nrn Am max

71. Максималыю допустимый постоян­
ный ток коллектора в режиме насыщения

E. Maximum saturation collector current
F. Courant de saturation collcctcur maximal

At hu max А ж mux

72. Максимально допустимый постоян­
ный ток баш в режиме насыщения

E. Maximum saturation base current
F. Courant de saturation base maximal

Mi iik mix A tat mix

73. Максимально допустимое постоян­
ное напряжение эмиттср-бага

D. Maximal zulissigc Emitter-Basis-Glei- 
chspannung

E. Maximum emitter-base (d. c.) voltage
F. Tension continue cmetteur-base maxi­

male

л  mix *4н ШШЖ

74. Максимально допустимое постоян­
ное напряжение коллсктор-баэа

D. Maximal zul&sige Kollektor-Basic- 
Glcichspannung

E. Maximum collector-base <d. c.) voltage
F. Tension continue collccteur-base maxi­

male

 ̂Kb пых Uc a  inn

75. Максимально допустимое постоян­
ное напряжение ко.тлектора-эмиггер

D. Maximal zul&ssigc Kollektor-Emitter- 
Gleichspannung

E. Maximum collector-emitter (d. c.) voltage
F. Tension continue coHectcur-Cmetteur

maximale

ЧсЭш» " c t  mix
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ГО С Т 2 0 0 0 3 - 7 4  С . 11

Продолжение

Т е р м и н
Букиениое обозначение Определеи нс

отечсстаен­
ное

междуна­
родное

76. Максимально допустимое импульс­
ное напряжение коллектор-эмиттер

D. Maximal zuliissige Kollcktor-Emitter- 
Impulsspannung

E. Maximum peak collector-emitter vol­
tage

F. Tension de cretc collcctcur-cmcttcur 
maximale

II HUH “ С Е М  m ix

77. Максимально допустимое импульс­
ное напряжение коллектор-база

D Maximal /ulissige Kollcktor-Basis- 
Impulsspannung

E. Maximum peak collector-base voltage
F. Tension de ercte collector-base maxi­

male

" K b .  и  п и х ^ С В М  п ы х

78. Максимально допустимая постоян­
ная рассеиваемая мощность коллектора

D. Maximal /ulissigc Kollcktorverlusilci- 
slung

E. Maximum collector power dissipa­
tion (d. c.)

F. Puissance dissipce au collccteitr (con­
tinue) maximale

Р к  п ы х
оГС 1ИД\

79. Максимально допу стимая средняя 
рассеиваемая мощность коллектора

E. Maximum collector power dissipa­
tion (average)

F. Puissance dissipec au colkcteur ( moy- 
enne) maximale

р
К .  е р  т а я

80. Максимально допустимая импульс­
ная рассеиваемая мощность биполярного 
транзистора

D. Maximal /ulissigc Impulsvcrlustlcistung
E. Maximum peak power dissipation
F. Puissance dissipec de ercte maximale

Р
м о и х 4 1  m ax

* В схеме с  обшей базой или общим эмиттером добавляется индекс соответственно «б» или «э» для 
отечественных буквенных обозначений и и *е» для международных обозначений.

** Максимально допустимыми параметрами называются значения конкретных режимов биполярных 
транзисторов, которые нс должны превышать при любых условиях эксплуатации и при которых обеспечи­
вается заданная надежность.

Максимально допустимые импульсные параметры приводится для заданной скважности и длительности 
импульсов.

Когда нс возникает сомнений в том. что используемое буквенное обозначение относится к максималь­
но допустимому параметру, можно опускать индекс «max*.
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С . 12 ГО С Т 2 0 0 0 3 - 7 4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время включения биполярного транзистора 40
Время выключения биполярного транзистора 41
Время залержкн для биполярного тран зиетора 36
Время нарастания для биполярного транзистора 37
Время рассасывания для биполярного транзистора 38
Время спада для биполярного транзистора 39
Емкость биполярного транзистора входная 27
Емкость биполярного транзистора выходная 28
Емкость коллекторного перехода 44
Емкость обратной связи биполярного транзистора 28а
Емкость змиттерного перехода 43
Коэффициент комбинационных составляющих пятого порядка биполярного транзистора 65в
Коэффициент комбинационных составляющих третьего порядка биполярного транзистора 656
Коэффициент насыщения биполярного транзистора 33
Коэффициент обратной передачи напряжения 47
Коэффициент обратной связи по напряжению биполярного транзистора в режиме малого сигнала 15
Коэффициент отражения входной цепи биполярной» транзистора 46
Коэффициент отражения выходной цепи биполярного транзистора 49
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала 16
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора статический 20
Коэффициент полезного действия ко.тлектора 35
Коэффициент прямой передачи напряжения 48
Коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора 34
Коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора оптимальный 34ц
Коэффициент шума биполярного транзистора 32
Коэффициент шума биполярною транзистора минимальный 32а
Крутизна передаточной характеристики статическая 26
Крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером статическая 26
Крутизна характеристики статическая 26
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте 17
Модуль полной проводимости прямой передачи биполярного транзистора 24
Мощность биполярного транзистора выходная 60
Мощность биполярного транзистора рассеиваемая импульсная 63
Мощность биполярного транзистора рассеиваемая импульсная максимально допустимая 80
Мощность биполярного транзистора рассеиваемая постоянная 61
Мощность биполярною транзистора рассеиваемая средняя 62
Мощность в пике огибающей биполярною транзистора выходная 65а
Мощность коллектора рассеиваемая постоянная 64
Мощность ко.тлектора рассеиваемая постоянная максимально допустимая 78
Мощность кохтсктора рассеиваемая средняя 65
Мощность кохтсктора рассеиваемая средняя максимально допустимая 79
Напряжение биполярного транзистора граничное 6
Напряжение коллектор-база импульсное максимально допустимое 77
Напряжение коллектор-база постоянное 58
Напряжение коллектор-база постоянное максимально допустимое 74
Напряжение коллектор-база пробивное 12
Напряжение коллектор-эмиттер импульсное максимально допустимое 76
Напряжение кохтсктор-эмнттср постоянное 59
Напряжение коллектор-эмиттер постоянное максимально допустимое 75
Напряжение коллектор-эмиттер пробивное 13
Напряжение насыщения база-эмиттер 8
Напряжение насыщения коллектор-эмкгтер 7
Напряжение м еж ду коллектором и эмиттером при нулевом токе базы и заданном токе эмиттера 6
Напряжение смыкания биполярною транзистора 10
Напряжение шума биполярною транзистора эквивалентное 326
Напряжение эмиттер-база плавающее 9
Напряжение эмиттер-база постоянное 57
Напряжение эмкгтер-база постоянное максимально допустимое 73
11априжсние эмкгтер-база пробивное 11
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Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора 45
Проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала полная входная 21
Проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала полная выходная IS, 25
Проводимость обратной передачи биполярного транзистора в режиме малого сигнала полная 22
Проводимость прямой передачи биполярного транзистора в режиме малой» сигнала полная 23
Сопротивление базы биполярного транзистора 42
Сопротивление биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с обгггим эмиттером входное 19 
Сопротивление биполярного транзистора в режиме малого сигнала входное 14
Степень насыщения 33
Ток базы образный 4
Ток базы постоянный 52
Ток базы постоянный в режиме насыщения 54
Ток базы постоянный в режиме насыщения максимально допустимый 72
Ток базы постоянный максимально допустимый 68
Ток биполярного транзистора критический 5
Ток коллектора закрытого транзистора 3
Ток коллектора импульсный 55
Ток коллектора импульсный максимально допустимый 69
Ток каыект ора начазьный 3
Ток коатсктора обратный I
Ток коатсктора постоянный 50
Ток коллектора постоянный в режиме насыщении 53
Ток коллектора постоянный в режиме насыщения максимально допустимый 7|
Ток коллектора постоянный максимально допустимый 66
Ток коатсктор-эмкттср обратный 3
Ток эмиттера импульсный 56
Ток эмиттера импульсный максимально допустимый 70
Ток эмиттера обратный 2
Ток эмиттера постоянный 51
Ток эмиттера постоянный максимально допустимый 67
Частота генерации биполярного транзистора максимальная 31
Частота коэффициента передачи тока граничная 30
Частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора предельная 29

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abfallzeit 39
Ansticgszeit 37
Aquivalcntc Rauschspannung 326
AusgangskapazitSt 28
Ausgangslcistung 60
Ausgangsrcflexionsl'aktor 49
Ausschaltzcit 41
Basisbahnwiderstand 42
Basis-Emitter-Rcststrom 4
Basis- Emitter-S&ltigungsspannung 8
Basisgleichstrom 52
Bctrag dcr Kurzschlussstromvcrstarkung in Emittcrschaltung bei HF 17
Bctrag dcs Obertragungslcitwcrtcs vorwSrtS 24
Eingangskapazitat 27
Eingangsrcflcxionsfaktor 46
Einschaltzcit 40
Emittcr-Basis-Durchbruchspannung 11
Emittcr-Basis-Spannung 57
Emittcrglcichstrom 51
Emittcrrestrom (bei olTenem Kollcktor) 2
Gcsamtvcrlustlcistung 61
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Glcichslrom-Kollcktorvcrlustlcistung 64
Gleichstromverstarkung in Emittcrschaltung 20
Grcnzfrcquenz dcr Stromvcrstiirkung 29
H F-R(lckwirkungszcitkonstante 45
Imputsvcrlustlcistung 62
Innercr Wdrmewidcrstand 65a
Kapazitit dcr Emitterspcrrschicht 43
Kapazitat dcr Kollcktorspcrrschicht 44
Klcinsignalausgangslcitwcrt 18
Klcinsignaleingangswidcrsland 14
Klcinsignalspannungsrilckwirkung 15
KlcinsignalstromveRtarkung 16
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 12
Kollcktor-Basis-Spannung 58
Kollektor-Emitter-Durchbmchspannung (bci vorgcgcbcncn Bcdingungcn) 13
Kollcktor-Emitter-Reststrom 3
Kollektor- Emitter- Siittigungsspannung 7
Kollcktor-Emitter-Spannung (bci vorgcgcbcncn Bcdingungcn) 59
Kollcktorglcichstrom 50
Kolicktorrcstslrom (bci otlcncn Emitter) I
Kollcktorwirkungsgrad 35
Komplexer Klcinsignalausgangslcitwcrt 25
Komplexer Kleinsignalcingangslcitwcrt 21
Komplexer Klcinsignalriickwirkwungslcitwcrt 22
Komplexer Klcinsignaldbcrtragungslcitwcrt vorwSrts 23
Lcislungsvcrstarkung 34
Maximal zulassigc Emitter-Basis-Glcichspannung 73
Maximal zulassigc Imputsvcrlustlcistung 80
Maximal zulassigc Kollcktor-Basis-Gleichspannung 74
Maximal zulassigc Kollektor-Basis-1mpulsspannung 77
Maximal zuliissige Kollcktor-Emitter-Gleichspannung 75
Maximal zulassigc Kollcktor-Emitter-(mpulsspannung 76
Maximal zulassigc Kollcktorvcrlustlcistung 78
Maximal zulassigcr Basisglcichstrom 68
Maximal zulassigcr Emitterglcichstrom 67
Maximal zulassigcr Emittcrimpulsstrom 70
Maximal zulassigcr Kollcktorglcichstrom 66
Maximal zulassigcr Kollcktorimpulsslrom 69
Minimale Rauschzahl 32a
Mittlcrc Kollcktorvcrlustlcistung 65
Mittlcrc Vcrlustlcistung 62
Optimale Leistungsverstarkung 34a
Rauschzahl 32
Ruckwirkungskapazitat 28a
Spannungsdbcrtragungsfaktor ruckwurts 47
SpannungsQbcrtragungsfaktor vorw&rts 48
Spcichcrzcit 38
Statischc V'orwdrtsstcilhcit in Emitterschaltung 26
Lbctgangsfrcqucnz dcr Stromverstarkung (Transitfrequenz) 30
Vcrzbgcrungszcit 36
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Base CUt-oflf current 4
Base (d. c.) current 52
Base intrinsic resistance 42
Breakdown collector-base voltage 12
Breakdown collector-emitter voltage 13
Breakdown emitter-base voltage 11
Carrier storage time
Collector (average) power dissipation 
Collector-base (d. c.) voltage 
Collector-base time constant 
Collector capacitance 
Collector cut-oft' current 
Collector (d. c.) current 
Collector (d.c.) power dissipation 
Collector efficiency 
Collector-emitter cut-off current 
Collector-emitter (d. c.) voltage 
Cut-off frequency 
Delay time
Emitter-base (d. c.) voltage 
Emitter capacitance 
Emitter cut-off current 
Emitter (d. c.) current 
Equivalent noise voltage 
Fall time
Feedback capacitance
Fifth order intcrmodulation products factor 
Floating emitter-base voltage 
Input capacitance 
Maximum base (d. c.) current 
Maximum collector-base (d. c.) voltage 
Maximum collector (d. c.) current 
Maximum collector-emitter (d. c.) voltage 
Maximum collector power dissipation (average)
Maximum collector power dissipation (d.c.)
Maximum emitter-base (d. c.) voltage 
Maximum emitter (d. c.) current 
Maximum frequency of oscillation 
Maximum peak collector-base voltage 
Maximum peak collector current 
Maximum peak collector-emitter voltage 
Maximum peak emitter current 
Maximum peak power dissipation 
Maximum saturation base current 
Maximum saturation collector current 
Minimal noise figure
Modulus of the short-circuit forward current transfer ratio 
Modulus of the short-circuit forward transfer admittance 
Noise figure 
Optimal power gain 
Output capacitance 
Output power 
Peak envelope power 
Peak power dissipation 
Power gain
Punch-through (penetration) voltage 
Rise time
Saturation base current
Saturation base-emitter voltage 8

2-1-20J 17
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Saturation coefficient 33
Saturation collector current 53
Saturation collector-emitter voltage 7
Small-signal value of the open-circuit output admittance 18
Small-signal value of the open-circuit reverse voltage transfer ratio 15
Small-signal value of the short-circuit forward current transfer ratio 16
Small-signal value of the short-circuit forward transfer admittance 23
Small-signal value of the short-circuit input admittance 21
Small-signal value of the short-circuit input impedance 14
Small-signal value of the short-circuit output admittance 25
Small-signal value of the short-circuit reverse transfer admittance 22
Static value o f the forward current transfer ratio 20
Static value of the forward transconductancc 26
Static value of the input resistance 19
Third order intermodulation products factor 656
Total input power (average) to all electrodes 62
Total input power (d. c .) to all electrodes 61
Transition frequency 30
Turn-off time 41
Turn-on time 40

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Capacity collcctcur 44
Capacity emettcur 43
Capacity dc couplagc 4 reaction 28a
Capacity d'cntnJc 27
Capacity dc sortie 28
Coefficient dc saturation 33
Courant continu dc base 52
Couranl continu de base maximal 68
Courant continu dc collcctcur 50
Couranl continu dc coilccteur maximal 66
Courant continu d"emcttcur 51
Courant continu d 'emettcur maximal 67
Courant dc crcte de collcctcur maximal 69
Couranl de cr«Me d'emettcur maximal 70
Courant de saturation base 54
Couranl dc saturation base maximal 72
Courant dc saturation collcctcur 53
Couranl de saturation collcctcur maximal 71
Courant rcsiducl de la base 4
Couranl nhuducl de l’6metteur 2
Courant rcSiduel du collcctcur 1
Couranl residuel du collccteur-cmcttcur 3
Efficacitc du collcctcur 35
Factcur de bruit 32
Factcur dc bruit minimum 32a
Frequence dc coupurc 29
Frequence dc transition 30
Frequence maximalc d'cscillation 31
Gain dc puissance optimum 34a
Gain cn puissance 34
Module dc ('admittance de transfert direct 24
Module de rapport dc transfert direct du courant 17
Pentc statique dc transfert direct 26
Retard a la croissance 36
Retard a la d&roissancc 38
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Resistance intrinsequc dc base 42
Puissage dissipce au collccteur (continue) maxinude 78
Puissance dissipce au collccteur (moyenne) maximale 79
Puissance dissipce (continue) au collccteur 64
Puissance dissipce dc cr&c 63
Puissance dissipce dc cr<Hc maximale 80
Puissance dissipce (moyenne) au collccteur 65
Puissance totalc d’cntrcc (continue) dc toutes les electrodes 61
Puissance totalc d'entree (moyenne) dc toutes les electrodes 62
Temps dc croissancc 37
Temps de decroissancc 39
Temps total de coupurc 41
Temps total d'ctablisscmcnt 40
Tension continue collecteur-basc 58
Tension continue collecteur-basc maximale 74
Tension continue collccteur-toncttcur 59
Tension continue colJcctcur-cmcttcur maximale 75
Tension continue «Smelteur-base 57
Tension continue 6mctteur-base maximale 73
Tension dc bruit «iquivalcntc 326
Tension dc claquagc collecteur-basc 12
Tension dc claquagc collecteur-emctteur 13
Tension dc claquagc emettcur-basc II
Tension dc enHe collecteur-basc maximale 77
Tension dc cr&e collccteur-emettcur maximale 76
Tension dc penetration (tension de persage) 10
Tension dc saturation basc-emcttcur 8
Tension dc saturation collccteur-emettcur 7
Tension flottante emettcur-basc 9
Valcur de ('admittance d'entrec, sortie cn court-circuit pour dc petits signaux 21
Valcur de ('admittance dc sortie, entree cn circuit ouvert pour dc petits signaux (8
Valcur de ("admittance dc sortie, entree cn courant-citcuit pour de petits signaux 25
Valcur Ic ("admittance dc traresfert direct, sortie cn court-circuit pour dc petits signaux 23
Valcur de I "admittance dc transfert inverse, entree cn court-circuit pour dc petits signaux 22
Valcur dc T'impedancc d'cntrt'c, sortie cn court-circuit pour dc petits signaux 14
Valcur du rapport dc transfert direct du courant, sortie cn court-circuit pour dc petits signaux 16
Valcur du rapport dc transfert inverse de la tension. cntr& cn circuit ouvert dc petits signaux 15
Valcur statique dc la resistance d'entrec 19
Valcur statique du rapport dc transfert direct du courant 20

(Иамснснная рслакиня. Нам. № I, 2).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ. (Исключено. Нам. № 1).
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